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Phún xạ

Câu 1: Phân biệt magnetrogn cân bằng và ko cân bằng –khuyếch tán
lưỡng cực ( vì câu này từng dc hỏi trên lớp nên minh đưa vào đây)

a) Không cân bằng

nam chaâm ôû giöõa coù cöôøng ñoä khoâng ñuû  m aïnh ñeå coù theå keùo vaøo taátcaû caùc
ñöôøng söùc phaùt ra  töø nam chaâm voøng ngoaøi bao quanh noù. Chính vì  theá, moät
vaøi ñöôøn söùc khoâng ñöôïc keùo vaøo, noù löôïn uoán cong ra ngoaøi höôùng veà ñeá.

Caùc ñieän töû dòch chuyeån treân nhöõng ñöôøng söùc naøy khoâng bò taùc ñoän g
cuûa töø tröôøng ngang neân seõ di chuyeån höôùng veà ñeá. Khi di chuyeån noù seõ
keùo theo caùc ion ñöôïc goïi laø hieän töôïng khueách taùn löôõng cöïc .

Hieän töôïng naøy laøm taêng maät ñoä doøng ion ñeán ñeá. Naêng lö ôïng baén phaù ñeá
coù theå taêng leân tuøy vaøo theá phaân cöïc aâm ôû ñeá, vaø ñeá seõ ñöôïc ñoát noùng . Nhö
vaäy, ñeá ñöôïc caáp nhieät moät caùch lieân tuïc bôûi söï baén phaù cuûa ion, do ñoù thích
hôïp cho vieäc toång hôïp caùc maøng ôû nhieät ñoä c ao.

Cân bằng
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nam chaâm ôû giöõa coù cöôøng ñoä  töø  tröôøng ñuû maïnh ñeå ñuû  söùc keùo vaøo caùc
ñöôøng  söùc phaùt  ra  t öø nam chaâm voøng ngoaøi. Nhö  theá, döôùi  taùc duïng cuûa
töø  tröôøng ngang maïnh, ñieän  töû bò haõm gaàn nhö hoaøn toaøn trong khoâng gian
gaàn beà maët bia, coøn ion haàu heát ñaäp leân bia thöïc hieän chöùc naêng phuùn xaï,
vaø böùc xaï ñieän töû thöù caáp ñeå duy trì phoùng ñieän. Vì vaäy ñeá seõ ñöôïc caùch ly
vôùi phasma ñieän töû hay ñeá seõ töông taùc khoâng ñaùng keå vôùi ion vaø dó nhieân noù
seõ khoâng bò ñoát noùng. Nhö theá noù raát thích hôïp  cho vieäc  taïo maøng  treân  caùc
loaïi ñeá khoâng chòu ñöôïc nhieät ñoä  cao nhö: PET, nhöïa,
giaáy,….

Câu 2: những khó khăn của phún xạ RF
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CVD

Câu 1: yêu cầu của precusor

Tính chất dễ bay hơi phải thích hợp để đạt được tốc độ bay hơi thích
hợp tại

nhiệt độ bay hơi vừa phải
Sự bền để phân ly không xảy ra trong suất quá tr ình bay hơi
Khoảng nhiệt độ giữa bay hơi và lắng đọng đủ để lắng đọng màng
Độ tinh khiết cao

Phân ly sạch mà không có sự hợp nhất của những tạp chất dư
Tương  thích  tốt  với  co-precursor  trong  sự  phát  triển  của  những
vật  liệu
phức tạp
Bền với môi trường xung quanh và không khí ẩm
Sản xuất dễ dàng với độ bền cao và giá thành thấp
Không nguy hiểm hoặc mức độ nguy hiểm thấp.

Câu 2: tại sao phải tăng cường plasma trong CVD ( nguồn từ bài báo cáo
của k18)

Lý do thứ nhất sử dụng plasma trong lắng đọng l à bẻ gãy những phân tử bền
vững và kích thích sự lắng đọng ở áp suất và nhiệt độ thấp hơn trong CVD
nhiệt.

Lý do thứ hai là: bề mặt vật rắn đặt trong plasma tụ điện bị bắn phá bởi các e
năng lượng cao, động năng của nó có  thể  thay đổi  từ một v ài eV đến 100 eV.
Sự bắn phá ion này có ảnh hưởng đến tính chất của màng lắng đọng. gia tăng
bắn phá ion dẫn đến màng tạo thành đặc khít hơn và gây ra ứng suất căng,
màng bị biến dạng nén.
Trong trường hợp màng điện môi, màng xốp và chịu ứng suất kéo gây ra vấn
đề về sự  an  toàn  trong  sản  xuất.  công  nghệ  lắng  đọng  tăng  c ường
plasma  có  thể  lắng đọng màng đặc khít ở nhiệt độ hàng trăm độ. tuy nhiên,
ứng suất nén dư thừa cũng có  thể dẫn đến độ an  to àn kém. Khả năng điều
chỉnh ứng suất  thông qua sự  thay đổi trong điều kiện xử lý, h ình dạng buồng
phản ứng, hoặc sự kích thích (tần số) l à quan trọng.

Lý do cuối cùng  là khả năng  làm  sạch bình phản ứng dễ dàng. Thí dụ, khí
chứa florua  (CF4…) và đốt  cháy plasma  có  thể  làm  sạch  silicon,  silicon
nitride, hoặc silicon dioxide từ những bản điện cực và thành buồng.

câu 3: nêu ưu nhược chính của CVD và ứng dụng
ưu
- Hệ thiết bị đơn giản.
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- Tốc độ lắng đọng cao
- Dễ khống chế hợp thức hóa học của hợp chất v à dễ dàng pha tạp
- Có khả năng lắng đọng hợp kim nhiều th ành phần.
- Có thể tạo màng cấu trúc hoàn thiện, độ sạch cao.
- Đế được xử lý ngay trước khi lắng đọng bằng quá tr ình ăn mòn hóa học
- Có thể lắng đọng lên đế có cấu hình đa dạng, phức tạp.

những nhược điểm chính
- Cơ chế phản ứng phức tạp.
- Đòi hỏi nhiệt độ đế cao hơn trong các phương pháp khác.
- Đế và các dụng cụ thiết bị có thể bị ăn mòn bởi các dòng hơi.
- Khó tạo hình linh kiện màng mỏng thông qua kỹ thuật mặt nạ.

ứng dụng
Phương pháp CVD được dùng để chế tạo màng mỏng:

các chất bán dẫn  như:Si,  AIIBVI,  AIIIBV,
các   màng   mỏng    ôxít    dẫn    điện    trong    suốt    nh ư
SnO2,In2O3:Sn(ITO),
các màng mỏng điện môi như SiO2, Si3N4, BN, Al2O3, …


